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Amplificadores de microondas

MESFET: Metal Semiconductor FET
-más lineal que el BJT
-mejor factor de ruido
-mayor frecuencia de trabajo

-L: longitud del canal (determina el factor de ruido –
shot- del TRT).
-W: anchura del canal (máxima potencia de salida del
TRT).
-IDS está controlada por GSV  (para una DSV fija).

Modelo ideal en baja frecuencia

a) zona óhmica ( ↓DSV )
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El punto de trabajo se encuentra en:
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Elección del punto de trabajo
a) amplificador máxima ganancia (pequeña señal):

nos interesa porque pequeñas variaciones de

GSV producen grandes en DSI .
b) amplificador máxima potencia salida (gran

señal)
b.1) amplificadores clase A
b.2) amplificadores clase AB,C

c) amplificador mínimo ruido (pequeña señal) en
recepción.

Modelo circuital en pequeña señal

GSC : capacidad de la zona de carga electrónica.
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Diseño con parámetros S

Los parametros [S] dependen
del punto de trabajo.

Consideraciones previas

-Se utilizan redes adaptadores entrada/salida pasivas
sin pérdidas.
-Zs: impedancia equivalente del generador (source) Zg

-Zout: impedancia equivalente de salida ([S]  de Zs)
-Zin: impedancia de entrada del TRT (dep. de [S] y ZL)
-ZL: impedancia de carga del TRT
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 sólo depende del TRT.

Diseño unilateral
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Se puede tener adaptación de entrada y de salida:
*
11

* Sing =Γ=Γ *
22

* SoutL =Γ=Γ ⇒

maxmaxmax LUSTU GGG
S

S
S

G =
−−

= 2
22

2
212

11 ||1

1
||

||1

1

Círculos de ganancia unilateral
a) de entrada
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maxggg GGS <⇒≠Γ *
11Si (pérdida de ganancia por

desadaptación).
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b) de salida
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por desadaptación de salida.

Estabilidad del TRT
a) TRT incondicionalmente estable si

1||  y  1|| <Γ<Γ outin  para todas las impedancias
pasivas tanto del generador como de la fuente.

b) TRT condicionalmente  estable si
1||  y  1|| <Γ<Γ outin  sólo se da para un cierto

rango de impedancias pasivas del generador y de la
fuente.
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Si el dispositivo es unilateral ( 012 ≅S ) entonces el

disopsitivo es incondicionalmente estable sii:
1||  y  1|| 2211 << SS

Si no es así, es necesario visualizar círculos de
estabilidad. Son aquellos círculos en los que se
cumplen: 1||  y  1|| =Γ=Γ outin
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Si ⇒<∆> 1||  y  1K
amplificador incondicionalmente estable.
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Si ⇒>   1µ
amplificador incondicionalmente estable.
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Diseño de amplificadores de una etapa

Diseño para ganancia máxima (adaptación
conjugada)

Máxima transferencia de potencia: *
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En el caso de amplificadores unilaterales:
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Diseño para ganancia especificada (dispositivos
unilaterales)
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Figura unilateral de mérito:
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Un error de unas décimas de dB o menos justifica la
decisión de simplificar S12=0.
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Factores normalizados de ganancia:
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Círculos de estabilidad:
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Diseño de amplificadores de bajo ruida (LNA)
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TRT
siempre
estable

(incondicionalmente)

Si ⇒< 1|| 11S  la
zona estable es la
que está en el
exterior del círculo
de estabilidad.
Si ⇒> 1|| 11S es la
zona interior la que
es estable.
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fuentela  de admitancia :SSS jBGY +=
:optY admitancia óptima que resulta en una figura

mínima de ruido.
 :NR resistencia equivalente de ruido del TRT.
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Diseño de osciladores

Osciladores con resistencias negativas
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Osciladores TRT

En un oscilador de este tipo, una eficiente resistencia
negativa es construída terminando un potencialmente
inestable TRT con una impedancia diseñada para llevar
al dispositivo a la región inestable.
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Osciladores dieléctricos resonantes
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(adaptada)
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terminación
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